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図1： 低温科学部（片平地区センター）に設置されているヘリウム液化機 図2： 低温科学部（片平地区センター）の回収ガスヘリウム貯蔵用長尺高圧ボンベ群





























































































































図1： 低温科学部（片平地区センター）に設置されているヘリウム液化機 図2： 低温科学部（片平地区センター）の回収ガスヘリウム貯蔵用長尺高圧ボンベ群
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の特徴を上手く利用することで、性能を高める工夫がなされています。　　　　　   （阿部 弘亨）
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